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いた電解加工に匹敵する数 AJcm2 の電流密度が得られ、数μ m/min の高速な除去加工が可能となった。
第 4 章では、この加工機構が OH との化学反応であることをシミュレーションで明らかにした。
第 5 章では、通常の電解加工では被加工材料を陽極として行うのに対し、 H+ イオンとの化学反応による除去加工
の可能性を考えて、被加工材料を陰極として電解加工実験を行った。その結果、Alと Si について除去加工が起こる
ことを発見した。
第 6 章ではこの加工機構について、陰極表面において水分子と H原子との化学反応により OH が発生し、 OH 及び
H と被加工材料との化学反応により、加工現象が生じることをシミュレーションにより明らかにした。
第 7 章では、平坦化加工と自由曲面加工を可能とする「超純水のみによる電気化学的加工システムj を開発し、ま
た本加工方法の実用加工法としての可能性を検証するため、半導体プロセスにおける Cu ダマシン配線形成フ。ロセス

























用いて Si 基板上の銅配線パターン膜の局所平坦化加工実験を行った結果、表面粗さ 4nm 以下と平坦な加工表面が得
られ、かつ初期段差の解消能力にも優れていることが実証されたことから、本加工方法が半導体デバイスにおける
Cu 配線形成プロセスへの応用が可能であることを示している。
(5)不織布を使用した触媒材料に代わるものとして、単分子層の触媒材料を表面に有する新しい加工電極を提案し、そ
の触媒効果を実証している。
以上のように本論文は、超純水のみによる電気化学的加工法を新しい超精密・超清浄加工法として確立し、シミュ
レーションによって加工現象の反応メカニズムを原子レベルで、解明するとともに、実用プロセスとしての応用可能性
が高いことが示されていることから、半導体製造プロセスをはじめとする先端加工分野への発展に寄与するとともに、
精密科学分野に貢献するところ大である。よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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